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はじめに グラフェンは二次元材料であり、バンドギ

ャップがないことから次世代の材料として期待されて

いる。しかし、単層グラフェンは 2.3%の光吸収しかな

いためグラフェン特有の機能を制限してしまう。そこ

で、近年ではグラフェンとMoS2のハイブリッド構造を

つくることにより光メモリ効果を実現している[1]。

我々はそのような複雑な構造を必要とせず、電極表面

に薄いバリア層をつくり、その上にグラフェンを転写

するという簡易な方法で光メモリ効果をもつ高感度グ

ラフェン光センサを実現したので報告する。 

作 製 プ ロ セ ス  Si/SiO2(300nm) 基 板 上 に

Cr/Au(5nm/30nm)電極を EB 蒸着により作製した。これ

らの電極を大気中に数か月放置することで電極表面に

薄い酸化層を作製し、減圧 CVD で作製したグラフェン

を転写した。これを酸素プラズマエッチングによりグ

ラフェンのチャネルを 5×2m
2
(幅×長さ)に形成する

ことで、図 1(a)に示すグラフェン電界効果トランジス

タ(G-FET)を作製した。 

結果と検討 電極を大気中放置したものと、していな

いものの Au4f の XPS の結果を図 1(b)(c)に示す。これ

らよりデバイスを放置することで金の表面がわずかに

酸化され、バリア層として働くことが期待できる。こ

の G-FET に真空中(10
-3

Pa 以下)でゲート電圧 VGS=50V

を与え、ピーク発光波長 623nm の光を照射し VGS=0V

をかけて戻すという過程を繰り返し行った。このとき

のタイムチャートと光応答の結果を図 1(d)に示す。光

感度はおよそ 6.7×10
5
A/W と量子ドットや MoS2を用い

ないグラフェン光センサでは最も高い光感度を示した。

さらに、光照射によって電流が増加し、光照射をやめ

ても電流が戻らないことから光メモリ効果を有するこ

とが分かる。 
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図 1.(a)G-FET イメージ図(b)Au4f

の XPS(放置前)(c)Au4fの XPS(放

置後) (d)光応答特性 
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